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@Resumen:

Procedimiento de deposicién de capas delgadas de
estequiometria controlada sobre sustratos mediante
pulverizacion catddica reactiva a angulo rasante.

El objeto de la invencion se refiere a un procedimiento
para la deposicion de capas finas sobre un sustrato,
basada en la técnica de pulverizaciéon catddica
reactiva, con el objetivo de controlar la composicién
quimica del material depositado y, en paralelo,
aumentar la tasa de deposicion respecto a la que se
obtendria mediante este procedimiento en su modo
convencional de uso.

Se consigue evitar el envenenamiento del catodo
mediante la determinacion del valor critico de flujo de
gas reactivo en el reactor a partir del cual se produce
dicho fenémeno y disponiendo el sustrato en una
configuracion geométrica respecto del catodo de
forma que las especies pulverizadas de este lleguen a
la superficie del sustrato segin un angulo rasante
promedio, medido respecto de esta, con valores
comprendidos entre 0° y 85°.
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

1-6

SI
NO

SI
NO

. Este requisito fue evaluado durante la fase de

La presente opinidn se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.
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1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinién.

Documento Numero Publicacién o Identificacion Fecha Publicacion
D01 EP 2913422 Al (SHINCRON CO LTD) 02.09.2015
D02 WO 2014149919 Al (CARDINAL CG CO) 25.09.2014
D03 WO 2015163875 Al (HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC) 29.10.2015
D04 Garcia-Garcia Francisco J et al., POROUS, ROBUST 04.05.2015

HIGHLY CONDUCTING NI-YSZ THIN FILM ANODES
PREPARED BY MAGNETRON SPUTTERING AT OBLIQUE
ANGLES FOR APPLICATION AS ANODES AND BUFFER
LAYERS IN SOLID OXIDE FUEL CELLS, International Journal of
Hydrogen Energy, Vol. 40, Paginas 7382 — 7387

D05 You et al., INFLUENCE OF INCIDENCE ANGLE AND DISTANCE 18.01.2007
ON THE STRUCTURE OF ALUMINIUM NITRIDE FILMS
PREPARED BY REACTIVE MAGNETRON SPUTTERING, Thin
Solid Films, Vol. 515, Paginas 2860 - 2863

2. Declaracion motivada seguin los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

El documento D01 divulga un procedimiento de deposicion de capas delgadas de estequiometria controlada sobre sustratos,
mediante pulverizacién catddica reactiva donde la fuente de radicales reactivos forma un &ngulo con el sustrato de 0 a 90°,
que comprende las etapas de: colocacion del sustrato, aplicacién de una potencia, ignicién del plasma, deposicion de las
especies, en el que el procedimiento de deposicién de las capas esta controlado mediante mediciones in-situ de
propiedades de dichas capas, de modo que las condiciones del procedimiento se pueden modificar en funcion de los
resultados obtenidos en dichas mediciones.

Los documentos D02 y D03 también divulgan procedimientos analogos.

La principal diferencia entre los procedimientos divulgados en estos documentos y el procedimiento de la invencién, segun
se recoge en la reivindicacionl, es que en este Ultimo se mide el valor critico del flujo del gas reactivo a partir del cual se
produce el envenenamiento del catodo a partir de la variacion de la presién total y de la tasa de deposicién y se actla sobre
el flujo del gas reactivo y sobre el valor del &ngulo entre el sustrato y el catodo.

Los documentos D04 y D05 divulgan procedimientos de deposiciéon de capas delgadas de estequiometria controlada sobre
sustratos mediante pulverizacion catddica reactiva a angulo rasante, que comprenden las etapas de: colocacion del sustrato,
aplicacion de una potencia, ignicion del plasma, deposicidn de las especies. En estos procedimientos no se tiene un control
in-situ del procedimiento de deposicion.

A la vista de la informacion divulgada en el estado de la técnica, se considera que el procedimiento de la invencién, segin
se recoge en las reivindicaciones 1 a 6, presenta novedad (Art. 6.1 LP 11/1986).

Por dltimo, no seria obvio para el experto en la materia llegar al procedimiento de la invencion a partir de los procedimientos
divulgados, sin el ejercicio de la actividad inventiva y con razonables expectativas de éxito. Por lo tanto, se considera que el
procedimiento de la invencién, segin se recoge en las reivindicaciones 1 a 6, presenta actividad inventa (Art. 8.1 LP
11/1986).
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